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有機電界効果トランジスタ（OFET）は低コストでの大量生産が可能であると考えられることか

ら、次世代電子デバイスの基本素子として盛んに研究されている。電極・絶縁膜・有機半導体層

といった各要素の積層からなる OFET の作製時には、多くの制約が存在する。例えば半導体膜塗

布時の下地としては溶剤耐性や熱耐久性といった性能が要求され、電極形成プロセスは下地にダ

メージを与えないことが求められる。本研究では、このような制約を軽減するため、特に半導体

層およびソース／ドレイン（S/D）電極層について、別基板で作製し転写する手法を開発した。こ

れにより、高性能な電気的特性を維持しながら、OFET 作製時の自由度を広げることに成功した。 

半導体層の転写手法では、超親水性のガラス基板と高撥水性の有機半導体単結晶薄膜の表面エ

ネルギー差を利用し、水のみを用いて単結晶膜を転写する（Fig. 1(a)）。p 型有機半導体

C9–DNBDT–NW [1]の単結晶薄膜を製膜・転写したと

ころ、8 cm 角の大面積で転写することに成功した

（Fig. 1(b)）[2]。S/D 電極の転写手法では剥離層付き

基板上で電極をパターニングし、その上に薄い

Poly(methyl methacrylate)（PMMA）層および厚い水

溶性ポリマーPoly(vinyl alcohol)（PVA）層を塗布した

後に、剥離することで電極フィルムを作製する。こ

れを C9–DNBDT–NW 単結晶薄膜上に貼り付け、PVA

層を水に溶解させることで、薄い PMMA 層の静電気

力によって電極フィルムが貼り付く（Fig. 1(c)）。こ

れにより、単分子層単結晶膜を用いて 10 cm2 V−1 s−1

程度の高い移動度を示す OFET 作製に成功した（Fig. 

1 (d)）[3]。以上から、転写法が高性能な OFET 作製

に有用であることが明らかとなった。 
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Fig. 1 (a) Schematic illustration of the 

transfer method for semiconductor film. 
(b) Photograph of an 8 cm × 8 cm sized 
C9–DNBDT–NW film. (c) Schematic 
illustration of the transfer method for 
electrodes. (d) Transistor characteristic 
of the fabricated monolayer OFET 
(L/W = 200 µm/1000 µm). 
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